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Рис. 1 - Относительное содержание меди в пленке 
вдоль поверхности пластины
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Таблица 1 - фазовый состав пленок  Cu-Si различного состава

Выводы

Актуальность
СистеСистема Cu-Si имеет широкий спектр технологических применений, однако нанокомпозиты 
Cu-Si характеризуются сложными межфазными взаимодействиями внутри системы с сильным 
изменением электронного строения валентной зоны. Метод ультрамягкой рентгеновской эмис-
сионной спектроскопии детектирует даже незначительные изменения электронного строения 
валентной зоны исследуемых образцов, благодаря чему можно легко идентифицировать измене-
ния фазового состава исследуемых образцов, кроме того, получить представление об изменени-
ях фазового состава в объеме образца. 

Объекты исследований 
Нанокомпозитные пленки Cu-Si, различного содержания меди Cu ~15-70 вес. % полученные ме-
тодом ионно-лучевого распыления составной мишени, на кремниевые подложки Si (111).

Методы исследований
Элементный анализ иследуемых пленок осуществлялся методом энергодисперсионной спектро-
скопии с помощью приставки INCA250 к сканирующему электронному микроскопу JEOL 
JSM-6380LV.
Электронное строение валентной зоны исследовалось методом ультрамягкой рентгеновской 
эмиссионной спектроскопии (УМРЭС) на рентгеновском спектрометре монохроматоре РСМ-500.
Оценка локального окружения атомов кремния производилась методом рентгеновской фотоэлек-
тронной спектроскопии (РФЭС) на спектрометре SPECS с использованием высокэффективного 
источника XR-50 рентгеновского излучения MgKa (1253.64 eV).


